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fﬂ”ﬁi?,ﬁ.?fr.vni?éﬂin zfe":\;ﬁ;!techmg In this study, circuit of 2.45 GHz RF energy harvesting which is considered that use of
Schottky Diode, Low Power lumped components that produced by manufacturing companies, has been studied. All
Applications. analyzes have been made through simulation using the Advanced Design System
Avrticle information (ADS) 2016 program. The system was designed to operate at a frequency of 2.450 GHz
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Ol 3un 05, 2624 HSMS286B, HSMS2820, HSMS2822, HSMS2810, and SMS7630 Schottky diodes

have been considered. The load resistance at which the system efficiency is highest at
this frequency and the input power ranging from -50 dBm to 30 dBm were determined,
for each diode. An L-type (L-C) impedance matching circuit design was developed to
enhance the efficiency, and Murata products that closely match the obtained values
were used. Finally, the output voltage and efficiency of the resulting system were
analyzed by using an open-serial transmission line (TL) in order to bring the efficiency,
which is away from ideal values by using the manufacturer's products, closer to the
ideal. Among the examined diodes, the highest efficiency was obtained for SMS7630
doi: 10.29002/asuijse. 1400173 diode as 46.053% at a load resistance of 2.7 kQ and -1 dBm input power.

2.45 GHz Wi-Fi RF Enerji Hasadl icin Parametrelerin Belirlenmesi

Anahtar Kelimeler Ozet

E“erji Hasads, Gerilim Coklayict, Bu calismada, iiretici firmalar tarafindan {iretilmis olan toplu elemanlarin (Lumped

mpedans Uyumlama, Schottky . .. .

Diyot, Disiik Giig Uygulamalart, Components) kullanim1 goz 6niinde bulundurularak 2.45 GHz RF Enerji Hasad1 devresi
incelenmistir. Biitiin analizler simiilasyon yoluyla yapilip, simiilasyonlar; Advanced
Design System (ADS) 2016 programu kullanilarak yapilmistir. Sistem 50 Q i¢ dirence
sahip bir antenden, 2.450 GHz (Wi-Fi) frekansinda ¢alisacak sekilde diisiiniilmistiir.
Dogrultma devresi i¢in HSMS2850, HSMS2852, HSMS285B, HSMS285C,
HSMS2860, HSMS2862, HSMS286B, HSMS2820, HSMS2822, HSMS2810 ve
SMS7630 Schottky diyotlarinin kullanimi géz dniinde bulundurulmustur. Her bir diyot
icin bu frekansta sistemin veriminin en yiiksek oldugu yiik direnci ve -50 dBm ile 30
dBm araligindaki girig giicii belirlenmistir. Verimi yiikseltmek amaciyla L tipi (L-C)
empedans uyumlama devresi tasarimi yapilmis, elde edilen degerlere yakin degerleri
veren Murata tirtinler kullanilmigtir. Son olarak, iiretici firma {irlinlerinin kullanilmastyla
ideal degerlerden uzaklasan verimi ideale yaklastirabilmek i¢in agik — seri iletim hatti
(Transmission Line (TL)) kullanilarak, elde edilen sistemin ¢ikis gerilimi ve verimliligi
analiz edilmistir. Incelenen diyotlar arasinda en yiiksek verim SMS 7630 diyotu igin 2.7
kQ yiik direncinde -1 dBm giris giiciinde % 46,053 olarak elde edilmistir.

1. Giris

Gilinlimiizde enerjiye olan ihtiyacin artmastyla birlikte, siirdiiriilebilir ve kendi kendine yetebilen ¢dziimler arasinda Radyo
Frekansi (RF) Enerji Hasad1 da bulunmaktadir [1-6].

Elektromanyetik dalgalardan kaynaklanan kablosuz enerji, mobil iletisim sistemleri ve kablosuz yerel erisim aglar
(WLAN) gibi farkli iletisim sistemlerinden yayilir [7]. Bu sistemler insanin giinliik yasaminda siirekli olarak bulunmakta
ve kullanimlarn giderek artmaktadir [8]. RF Enerji Hasadi, gevresel RF sinyallerini yakalayip dogru akim (DC)
formatindaki elektrige doniistiirerek diisiik gii¢ tiikketimine sahip elektronik cihazlari ¢aligtirmak i¢in kullanilir [9, 10]. Bu
teknoloji, sadece ¢evre dostu degil, aym1 zamanda giderek artan bir sekilde birbirine bagl diinyamizda enerji verimli
¢oziimlere yonelik artan talebe de cevap verir [11, 12].
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RF Enerji Hasadi uygulama alanlar1, sensorlerin beslenmesi, kablosuz sarj istasyonlari, giyilebilir cihazlar ve nesnelerin
interneti (IoT) cihazlarina gii¢ saglamaktan iletisim aglarmin enerjilendirilmesine kadar cok cesitli endiistrileri
kapsamaktadir [13].

RF sinyalleri ortamda siirekli bulunsa da diisiik gii¢ seviyesi, iletim mesafesinden etkilenmesi ve ortamdaki diger sinyaller
ile girisim problemleri baslica dezavantajlaridir [14]. Bu dezavantajlar1 gidermek icin RF enerji hasat devresini, kaynaga
yakin bir bolgeye yerlestirmek ve band durdurma devresi tasariminin hassasiyeti yiiksek devre elemanlari ile yapilmasi
elde edilecek verimi artiracaktir.

Bir RF Enerji Hasat Devresini olusturan elemanlar; anten, uyumlama (Matching) devresi, dogrultucu devre ve DC
filtredir. Anten ortamdaki RF enerjisini almak ve elektrik enerjisine doniistiirmek igin kullanilmaktadir. Sekil 1, RF
toplama sisteminin temel bilesenlerini gostermektedir [15].

N/

s

Sekil 1. RF enerji hasat sisteminin temel bilesenleri [15].

Dogrultucu devre giristeki AC sinyali DC sinyale ¢evirir, bu ¢alismada Schottky diyot ve kondansatérden olusan
dogrultucu devre yapisi kullanilmistir. Antenden gelen sinyalden maksimum gii¢ elde etmek i¢in anten ile dogrultucu
devre arasina empedans uyumlama devresi yerlestirmek gerekmektedir, boylece maksimum gii¢ transferi saglanmis olur.
Elde edilecek enerji miktar1, miktari, gerilim ¢oklayict devresindeki Schottky diyot, kapasitér ve uyumlama devresine
gore farklilik gostermektedir. [5]te 915 MHz HSMS2852 ve HSMS2822 diyotlar1 farkli yiik direngleri ve uyumlama
devreleri i¢in karsilagtirilmis, belirtilen frekans i¢in en uygun diyot HSMS2852 olarak belirtilmistir. [6]’da ¢ift band i¢in
(0.9 GHz ve 2.45 GHz) 7 kademeli gerilim ¢oklayici devresi 1.8 nF kapasitér ve SMS7630 diyotu kullanilarak
tasarlanmig, uyumlama devresinde ise iletim hatti (Transmission Line (TL)) kullanilarak 10 dBm giris giiciinde 1.3 V
elde edilmistir. [16]°da 2.45 GHz i¢in, gerilim ¢oklayicida HSMS2862 diyotu ve 100 pF kapasitor, uyumlama devresi
icin TL kullanilarak yapilan simiilasyonlarda O dBm de %55.8 verim elde edilmistir. [17]’de SMS7630 diyotu ile
gergeklestirilen hasat devresinde 8dBm giris giicii igin %50’den yiiksek verim elde edildigi belirtilmistir. [18]’de
HSMS2852 diyotu i¢in yapilan simiilasyonlarda ideal devre elemanlar: i¢in 7 dBm giris giiclinde %66 verim elde
edilmistir. [19]’da 2.45 GHz i¢cin SMS7630 diyotu kullanilarak uzakligin etkisi analiz edilmistir.

Bu calisgmada, 2.45 GHz Wi-Fi bandinda kullamilan Schottky diyotlar, yiik direnglerinin verim {izerindeki etkisi
kargilagtirilmistir. Ayrica uyumlama devresi tasariminda, iiretici firma iiriinii (vendor) olarak Murata {iriinleri secilerek
acik — seri TL (vendor + TL) kullanilarak Advanced Design System (ADS) programinda simiilasyonlar yapilmistir.
Uriinlerinin parametreleri géz oniinde bulundurularak karsilagtirma yapilmistir. En yiiksek verim SMS7630 diyotunda
2.7 kQ yiik direncinde -1 dBm girig giiciinde %46.053 olarak elde edilmistir.

2. Dogrultucu Tasarim

Genel bir gerilim dogrultucu devresi Sekil 2°de sunulmustur. Bu yapida, yiiksek anahtarlama hizi ve diisiik ileri kutuplama
geriliminde calismasi nedeniyle Schottky diyotlar kullanilir. Ideal durumda AC giris sinyalinin maksimum genliginin 2
kat1, ¢ikigta DC gerilim olarak elde edilir [10].
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Sekil 2. Gerilim dogrultucu devre blok diyagrami

Bu ¢aligmada 2.450 GHz bandinda kullanima uygun olan, Sekil 3a, Sekil 3b ve Sekil 3¢’de goriilen 3 farkli yapida toplam

11 farkli diyotun kullanildigr durumlar ele alimmustir.
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Sekil 3. Gerilim Coklayict Devre Yapilart a) Tekli Diyot b) Ciftli Diyot ¢) Spice Modeli

Sekil 3a’da goriilen diyotlar tekli yapida olup bu diyotlar sirasiyla HSMS 2850, HSMS 285B, HSMS 2860, HSMS 286B,
HSMS 2820 ve HSMS 2810°dur. Sekil 3b’de goriilen diyotlar ¢iftli yapida olup bu diyotlar sirastyla HSMS 2852, HSMS
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285C, HSMS 2862 ve HSMS 2822 diyotlaridir. Son olarak Sekil 3c’de goriilen SMS 7630 diyotu Spice paramatreleri
disaridan girilerek olusturulan bir diyottur [20].

Biitiin diyotlar i¢in, olusan harmonikleri ortadan kaldirmak amaciyla yiikten 6nce DC gecis filtresi olarak, Murata
GIMO0335C1E330GB01 Kodlu, 33 pF + 2% kapasiteye sahip kondansatorler kullanilmis olup, bu kondansatorler tiretici
firma tarafindan -55°C ile 125°C arasinda ve 100 MHz ile 8.5 GHz arasinda ¢alisabildigi raporlanmustir. [1-12]’de DC
gecis filtresi olarak kullanilan devre elemanlar: idealdir, bu makalede {iretici tarafindan {iiretilen iiriinlerin (Vendor)
parametreleri kullanilmistir.

3. Empedans Uyumlama

Yiik direnci baglanmis durumdaki gerilim ¢oklayici devrenin empedansinin, anten empedansina uyumlanmast igin gerekli
yap1 uyumlama devresidir. Boylece maksimum gii¢ aktarimi saglanmis olur ve yiikten kaynaga sinyal yansimasi olmaz.
Ornegin, Sekil 3c’de gosterilen devrenin empedansi, Z,*(0,184-j*1,580) Q olarak elde edilmis olup, bu empedansi Z,=50
Q’a esitlemek i¢in Sekil 4a’da gortldigii gibi Smith ¢izelgesinden faydalanmilmustir. Sekil 4b’de verilen L tipi ideal (L-C)
uyumlama devresi tasarlanarak devrenin empedansi; A noktasindaki Z;*(0,184-j*1,580) Q empedansindan B
noktasindaki Z,*(1,000-j*1,589E-4) Q’a uyumlanmustr.

A noktasinda empedans  : Z.*(0.184 - j*1.580) Q
B noktasinda empedans  : Z.*(1.000 - j*1.589E-4) Q

oYY\
L
L1

I : 1.=6.392 nH

R=1e-12

(a) (b)

Sekil 4. a) Smith ¢izelgesi ile empedans uyumlama hesabi, b) L tipi (L-C) empedans uyumlama devresi

Empedans uyumlama yapildiginda ¢ikig DC giiciiniin (Pout), giris RF giiciine (Pin) orani olarak tanimlanan verim artar.
Bir dogrultucunun verimi p; DC Cikis Gerilimi V,,;_p¢, DC ¢ikis akimu I, _p ¢, olmak iizere esitlik 1 ile hesaplanir.

— M — Vout-bDc*lout-DC (1)
Pin Pin

Devrenin empedans uyumlamadan 6nce ve empedans uyumlamadan sonra girig giiciine gore yansima katsayisi, ¢ikis

gerilimi ve verimlilik grafikleri Sekil 5a, Sekil 5b ve Sekil 5c’deki gibidir. Elektromanyetik dalgalar, bir ortamdan

digerine gegerken kismen yansir ve kismen geger. Yansima katsayisi, bir elektromanyetik dalganin bir ortamdan digerine

gecerken ne kadarini yansittigini 6lgen bir terimdir [10].

Sekil 5a’da uyumlama yapilmadigi durumda yansima katsayist -0.910 dB iken uyumlama yapildiginda 2.45 GHz’de -
80.831 dB elde edilmistir. Bu, iletilen sinyal giicliniin yiik tarafindan geri yansimadiginin, yani belirtilen frekansta gii¢
aktariminin iyi oldugunun gostergesidir. Uyumlama yapildiginda Sekil 5b’de ¢ikis geriliminin ve Sekil Sc’de verimin
artig1 gozlemlenmektedir. Ozellikle diisiik gii¢ girislerinde uyumlama devresi sayesinde verimdeki artis Sekil 5¢’de de
goriilecegi tizere daha da belirgindir.

Yapilan simiilasyonlarda kondansatorler igin Murata GIM0335CI1E serisi, bobinler i¢in ise Murata LQG15HH serisinin
kullanim1 g6z 6niinde bulundurulmustur. Uygun iriin segimi yapilirken Sekil 4b’de elde edilen L tipi (L-C) uyumlama
devresinin sayisal degerine yakin degerde lirlinler segilmistir. Ancak ideal durum degerlerine tam olarak yaklasilamadig
i¢in, devreye agik devre iletim hatt: (TLOC) ve seri devre iletim hatt: (TLIN) eklenerek uyumlama saglanmistir. Ornegin
Sekil 6°da goriildiigii gibi ideal empedans uyumlama devre elemanlari, Murata serisi devre elemanlar ile degistirildikten
sonra devrenin empedansi Z,*(0.245 —j*0.725) Q olarak elde edilmistir.
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Sekil 5. Empedans uyumlamadan onceki ve sonraki a) Yansima Katsayisi, b) Cikis Gerilimi, ¢) Verim karsilastirmasi
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Bobin: 6.2 nH + 0.2 nH

Kondansator: 2.7 pF £ 0.05 pF

PartNumber=GJM0335C1E2R7WBO01

Sekil 6. Ideal empedans uyumlama devresi elemanlarinin Murata iiriinleri ile degistirilmesi

Elde edilen bu empedanst Z,=50 Q’a esitlemek igin Sekil 7a’da goriildiigi gibi Smith ¢izelgesinden faydalanilmustir.
Sekil 7b’de verilen TLOC + TLIN devresi tasarlanarak devrenin empedansi; A noktasindaki Z;*(0.245-j*0.725) Q’dan
B noktasindaki Z;*(0.998-j*4.154E-4) (2’a uyumlanmistir. Uyumlama yapilirken Z = 50 Q sabit alinarak E (Elektriksel

Alan) degerleri ayarlanmustir.

Aksaray J. Sci. Eng. 8:1 (2024) 31-39.

35



Tokyay, S. K. and Sar1 F. (2024). Aksaray University Journal of Science and Engineering. 8(1), 31-39.

64 743 Dog

A noktasinda empedans
B noktasinda empedans
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Sekil 7. a) Smith gizelgesi ile TLOC + TLIN hesabi b) TLOC + TLIN devresi

Tasarimda elde edilen en son devre drnek olmasi agisindan, spice modeli ile olusturulmus olan gerilim ¢oklayict devre

olup, Sekil 8a’da goriilmektedir.
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Sekil 8. a) TL ve Murata ile yapilan devre tasarimi, b) Yansima katsayisi, ¢) Cikis gerilimi, d) Verim

Aksaray J. Sci. Eng. 8:1 (2024) 31-39.

36



Tokyay, S. K. and Sar1 F. (2024). Aksaray University Journal of Science and Engineering. 8(1), 31-39.

Sekil 8b’de incelenecegi lizere 2.45 GHz’de -62.015 dB’lik yansima katsayisi elde edilmistir. Sekil 8c ve Sekil 8d de ise
girig giicline bagl olarak ¢ikis gerilimi ve verimi sunulmustur.

4. Simiilasyon Sonuclar1

Tasarimda ilk agamada 10 kQ degerinde yiik direnci se¢ilmistir. Secilen bu yiik direncine gore Tablo 1’de goriildiigi gibi
her bir diyot icin uyumlama devresi elemanlar1 belirlenmistir. Uretici firmanin iiriinlerinin segimi yapilirken degerleri
belirlenen ideal devre elemanlarindan faydalanilmistir.

Tablo 1. Diyotlar ile birlikte kullanilan devre elemanlarinin degerleri

Empedans Uyumlama

Diyotlar ideal Durum Vendor + TL

L(nH) _ C(pF) L C E-TLOC ___E-TLIN

HSMS 2850 7.688 2.969 LQG15HH7N5H02 GJMO0335C1E3ROWB01 76.100 40.400
HSMS 2852 8.283 2.622 LQG15HH8N2G02 GJMO0335C1E2R6WB01 77.980 42.010
HSMS 285B 7.931 2.815 LQG15HH7N5J02 GJMO0335C1E2R8WB01 72.660 47.730
HSMS 285C 8.903 2.314 LQG15HHIN1HO02 GJMO0335C1E2R3WB01 76.990 46.520

HSMS 2860 6.983 8.215 LQG15HH6N8J02 GJMO0335C1E8R2WBO01 85.210 9.557

HSMS 2862 7.528 7.471 LQG15HH7N5G02 GJMO0335C1E7R5WB01 85.920 9.719

HSMS 286B 7.201 7.912 LQG15HH7N5J02 GJMO0335C1E7R9WBO01 85.910 8.891
HSMS 2820 2.574 4,981 LQG15HH2N7C02 GJMO0335C1E5RO0WB01 74.840 32.200
HSMS 2822 2.415 4.825 LQG15HH2N4B02 GJMO0335C1E4R8CBO01 69.950 38.850
HSMS 2810 1.624 4.105 LQG15HHING6B02 GJMO0335C1E4R1IWB01 26.680 88.560
SMS 7630 6.392 2.734 LQG15HHBN2C02 GJMO0335C1E2R7WB01 64.720 58.690

Enerji hasat sistemlerinin giris empedansi verimliligi, yiik direncinden dnemli dl¢iide etkilenir. Bu nedenle, tasarimda
ADS programinin direng ayar parametresi 6zelliginden faydalanarak 0.1 kQ ile 30 kQ arasinda 0.1 kQ artigla yiik direnci
degerine gore verimlilik durumu analiz edilmis olup, -2 dBm giris giicii i¢in maksimum verimi veren yiik direngleri her
bir diyot i¢in belirlenmistir. Degerler Tablo 2’de sunulmustur. Ornek bir yiik direnci belirleme asamas1t HSMS285X serisi

i¢in Sekil 9°da sunulmustur.

Tablo 2. Vendor + TL eklendikten sonra yiik direncine gore maksimum degerler

R, = 10 kQ icin

Maksimum Degerler

Diyotlar Veikis Verim Veikis Verim R;
(Volt) (%) (Volt) (%) (kQ)

HSMS 2850 1.267 25.433 0.860 33.487 3.5
HSMS 2852 1.259 25.110 0.861 33.570 3.5
HSMS 285B 1.263 25.283 0.887 33.680 3.7
HSMS 285C 1.269 25.525 0.879 34.022 3.6
HSMS 2860 1.290 26.387 1.054 27.927 6.3
HSMS 2862 1.252 24.862 0.994 27.023 5.8
HSMS 286B 1.251 24.813 0.973 26.806 5.6
HSMS 2820 0.380 2.292 0.188 6.255 0.9
HSMS 2822 0.662 6.955 0.459 11.111 3
HSMS 2810 0.106 0.178 0.111 0.179 11

SMS 7630 1.229 23.934 0.880 45414 2.7

Tablo 2’de yiik direnci 10 kQ alindiginda en yiiksek verim Vendor + TL igin %26.387 olarak HSMS 2860’da elde
edilirken, yiik direnci degistirildiginde SMS 7630 igin %45.414 olarak elde edilmistir.

HSMS 285X SERISIDIYOTLAR icin VENDOR + TL VERIMI

40

35—

30—

25

Verim
(%)

Pin=-2 dBm igin
- HSMS 2850 Verim=%33 487
HSMS 2852 Verim=%33.570
— HSMS 285B Verim=2%33.680
HSMS 285C Verim=%34.022

0 VI\\l\
-30 -25

| LI ‘ L ‘ T T
-15 -10 -5 0 5
Giris Giicii

(dBm)

Sekil 9. 285X serisi diyotlarin -2 dBm giris giiclinde ve uygun yiik direncindeki verimi
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Sekil 9’da sunuldugu iizere HSMS 285X diyotlarinin verimleri arasinda belirgin bir fark yoktur. En yiiksek verim degeri
ise % 34.022 ile HSMS 285C diyotunda elde edilmistir.

Tablo 2’deki maksimum degerler altinda belirtilen RL yiik direngleri dikkate alinarak, her bir diyot i¢gin 0 dBm, -5 dBm,
-10 dBm, -15 dBm ve -20 dBm giris gii¢lerinde elde edilen verim degerleri Tablo 3’te sunulmustur.

Tablo 3. Vendor + TL yapisi igin giris gliclerine gére verim degerleri

Vendor + TL devresindeki Verim ( % )

Diyotlar

-20 dBm -15 dBm -10 dBm -5dBm 0dBm
HSMS 2850 7.677 16.144 24.929 31.225 34.449
HSMS 2852 7.130 15.567 24.642 31.239 34.617
HSMS 285B 8.534 17.145 25.822 31.762 34.355
HSMS 285C 7.821 16.436 25.411 31.776 34.973
HSMS 2860 0.074 1.995 11.806 16.881 29.937
HSMS 2862 0.028 0.906 8.131 21.563 29.191
HSMS 286B 0.005 0.151 3.522 23.995 31.383
HSMS 2820 0.000 0.001 0.088 2.726 8.444
HSMS 2822 0.000 0.004 0.300 4.956 13.481
HSMS 2810 0.000 0.000 0.000 0.009 0.722
SMS 7630 13.712 22.813 31.714 41.040 45.710

Tablo 3’te sunuldugu tizere HSMS 2820, HSMS 2822, HSMS 2810 diyotlarinin verimi ¢ok disiiktiir. Diisiik girig giicii
seviyeleri i¢in en yiiksek verimler sirastyla SMS 7630, HSMS 285X (X: 0, 2, B, C) ve HSMS 286X (X: 0, 2, B)’de elde
edilmistir. HSMS 285X’de elde edilen verimler arasinda belirgin bir farklilik gézlemlenmemistir. HSMS 286X’de ise en
yiiksek verimler 0 dBm ve -5 dBm i¢cin HSMS286B diyotunda, -10 dBm ve daha diisiik giris gii¢leri i¢in ise HSMS2860
diyotunda elde edilmistir.

Tablo 4. Giris giiciine gére Vendor + TL devresi i¢in maksimum degerler

Maksimum degerler
Verim (%) Pin (dBm)

Diyotlar

HSMS 2850 35.291 5
HSMS 2852 35.766 6
HSMS 285B 34.622 2
HSMS 285C 35.763 5
HSMS 2860 31.761 4
SMS 7630 46.053 -1

Tablo 4’de HSMS 285X, HSMS 2860 ve SMS 7630 i¢in elde edilen maksimum verim degerleri ve bu degerdeki giris
giicli sunulmustur. Tablo 4’de belirtildigi tizere, 2.45 GHz igin en yiiksek verim SMS 7630 diyotunda 2.7 kQ yiik
direncinde, -1 dBm giris giictinde %46.053 olarak elde edilmistir.

5. Sonug¢

Bu calismada 2.45 GHz (Wi-Fi) frekansi igin RF enerji hasadi yapisi g6z 6niinde bulundurularak bu yapida kullanilan
Schottky diyot, yiikk direnci ve uyumlama yapisi simiilasyon yoluyla incelendi. Analiz igin secilen 11 adet diyottan
maksimum verimin SMS 7630°da elde edildigi gézlemlendi. Farkl yiik direnglerinde giris giiciine bagli olarak verimin
degisimi analiz edildi. Ideal durumdaki uyumlama devresi Murata devre elemanlar: kullanilarak diizenlendi. Vendor
tasariminda tam empedans uyumlamas: saglamak i¢in TL kullanildi. Kullanilan TL elemanlar1 sayesinde Vendor
elemanlarmin parametrelerinden dolayr meydana gelen empedans uyumsuzlugu ile yansima problemi diizeltildi. Vendor
+ TL kullanilarak yapilan simiilasyonlarda maksimum verimin SMS 7630 diyotunda 2.7 kQ yiik direncinde, -1 dBm giris
giiciinde %46.053 olarak elde edildigi gozlemlendi. Boylece ADS Simiilasyonlari ile Venddr + TL nin etkisi analiz edildi.

RF enerji hasatinda kullanilan Schottky diyotlar diisiik ileri kutuplama voltajlar1 ve yiliksek anahtarlama hizlarina
sahiptirler. 2.45 GHz i¢in segilen 11 diyot, belirlenen frekansta galisabilse de gerilim goklayici yapisi iginde birbirlerinden
farkli empedanslar olustururlar. Maksimum gii¢ transferini saglayacak olan uyumlama devreleri her bir diyot i¢in farklilik
gostermektedir. Bu da 2.45 GHz (Wi-Fi) frekansi i¢in diyotlardan elde edilen verimleri etkilemektedir. Gelecekteki
caligmamizda, Wi-Fi bandinda kullanilan 5.8 GHz i¢in bu diyotlarin etkilerini arastirmay1 planlamaktayiz.
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